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【背景・目的】 

Si-LSIの微細化は、物理的限界を迎えつつある。
そのため、Siに代わるチャネル材料として高い電
子/正孔移動度を有する III-V族化合物半導体が注
目されている[1]。その中でも、GaSbは Siと比べ
2倍以上の正孔移動度（1000 cm2/Vs ）を有して
いることから、III-V pMOSFETの候補として研究
が進められている[2]-[4]。これまで我々は、GaAs
基板上にGaSb層をエピタキシャル成長させたエ
ピ基板を用いて、絶縁膜堆積前の真空アニールに

よる酸化膜の除去がAl2O3/GaSb MOS界面に大き
く影響を与えることを明らかにしてきた[5]。今
回、Niと GaSbを合金化させ、ショットキー接合
型メタル S/Dを形成したGaSb pMOSFETsの動作
を実証したので報告する。 
【結果・考察】 
デバイス作製には MOCVD法を用いて n-GaAs

基板上に Te- dope GaSb層をエピタキシャル成長
させたエピ基板を使用した。GaSb エピ層の電子
密度は 2.3×1017 cm-3、電子移動度は 2400 cm2/Vs 
である。自然酸化膜を除去するため、塩酸処理を

施した後、ALD チャンバー内で真空アニールを
350℃で 30 分間行った。ALD 法によりゲート絶
縁膜を 300℃で 10 nm堆積させた。Al2O3/GaSb界
面特性を調べるため、ゲート電極とバックコンタ

クトに金を用いた MOS構造を作製し、界面準位
密度 6.1×1012 cm-2eV-1 を得た。次に、FETを作
製するため、同様にゲート絶縁膜を堆積させた基

板にゲート電極として TaNを 30 nm スパッタし
た。ゲートパターン形成後、メタル S/Dを形成す
るため、Niを 25 nm 蒸着させた。250℃でアニー
ルを 1分間施し、Ni-GaSb合金を形成した後、塩
酸で未反応の Ni を除去した。図 1 にゲート長 1 
μm の GaSb MOSFET の ID-VG 特性を示した。
ON-OFF比は~10であり、OFF電流が高いことか
ら Ni-GaSbと GaSbの界面でショットキー接合が
良好に形成されていないことが示唆される。図 2
はゲート電圧 0.5 Vから - 1.5 Vまでの ID-VD特
性を示した。反転領域においてリークが生じてい

るものの、比較的良好なデバイス動作の実証に成

功した。 
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 Fig.2 ID-VD characteristics of Ni-GaSb 
S/D GaSb pMOSFET. 

Fig.1 ID –VG characteristics of Ni-GaSb S/D GaSb 
pMOSFET and gate leakage at VD = -50 mV. 

第 74 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2013 秋　同志社大学）

Ⓒ 2013 年　応用物理学会

17a-B5-10

13-037


